XLV OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

Zawody III stopnia

Zadania dla grupy elektryczno-elektronicznej

Zadanie 1

E2

E/2

Rys.1. Pétmostkowy falownik napiecia
Pétmostkowy falownik napiecia, przedstawiony na rysunku 1, zasilany ze zrédta napiecia
E =90V, pracuje tak, ze kazdy z tacznikow T1 — Dl’ T2 — D2 przewodzi przez pot okresu
napiecia wyjsciowego. Zakladajac, ze w falowniku nie ma strat energii (moc strat jest réwna ze-
ro) oraz wiedzac, ze do zaciskéw wyjsciowych falownika dotaczono bezstratny dlawik (RL = 0)

o indukeyjnosci L = 500 pH i znajac skuteczna wartosé pradu obciazenia ]L =33 A:

1. Naszkicowac przebiegi czasowe: napiecia uyp i pradu dtawika iL, pradu tranzystora iTl’

pradu diody iDl i pradu pobieranego ze zrédla zasilania iE/Q’

2. Obliczy¢ czestotliwosé pracy falownika,

3. Obliczy¢ skuteczna warto$é napiecia UL na odbiorniku (dtawiku),

4. Obliczy¢ wartos¢ srednia ]TAVG i skuteczna ]T pradu tranzystora,
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5. Obliczy¢ wartos¢ srednia ]E/ZAVG i skuteczna ]E/Z pradu pobieranego ze zrédla na-
piecia £/2.
Autor: Piotr Grzejszczak
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Zadanie 2

Na wspdlnym radiatorze o rezystancji termiczne] rownej RTHSA = 1 K/W umieszczono

tranzystor i diode przeksztaltnika obnizajacego napiecie pracujacego z czestotliwoscia prze-
taczania réwna fS = 20 kHz. Rezystancje termiczne zlacze-obudowa tranzystora i diody to

odpowiednio RTHJCT =1K/Wi RTHJCD = 1,5 K/W. Wiadomo, ze w stanie ustalonym

straty mocy w tranzystorze sa dwukrotnie wyzsze niz w diodzie. W trakcie badan okazato sie,
ze $rednia temperature radiatora w uktadzie, ktéry pracuje w pomieszczeniu o temperaturze

T, = 25°C jest réwna TS = 85°C.

1.

2.

Obliczy¢ dla podanych warunkéw srednie temperatury ztacz diody i tranzystora.

Obliczyc¢, o ile procent moze wzrosnac rezystancja termiczna radiatora, bez przekraczania

. L 0
maksymalnej temperatury ztacza, réwne;j TJma:L' = 150" C.

Wiedzac, ze straty mocy przelaczania stanowia 50% caltkowitych strat w tranzystorze i
25% caltkowitych strat w diodzie, obliczy¢ maksymalna czestotliwos¢ taczen (dla bazowej

rezystancji termicznej RTHSA =1K/W).

Obliczyc¢ temperatury ztacz obu elementéw dla wariantu, w ktérym tranzystor 1 dioda sa
zamocowano na osobnych radiatorach, kazdy o RTHSA =1K/W.

Wskazéwka: Obwod termiczny sktadajacy sie z elementu zlaczowego umieszczonego na radia-
torze mozna zamodelowac jak na schemacie.
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Zrodlem energii termicznej jest tutaj P, rezystancja termiczna ztacze-obudowa RTHJCT 1

radiatora RTHSA’ a temperatury ztacza, radiatora i otoczenia to odpowiednio: TJ, TR’ TA'

Autor: Jacek Rabkowski
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Zadanie 3
Stosujac jak najmniejsza liczbe wzmacniaczy operacyjnych zaprojektowaé uktad realizujacy
funkcje wyjsciowa Uy = —-2,5 Upp — 5 Uy — ) uyg + 8 Uiyt 6,4 Uy Do obliczen zalozy¢, ze

wzmacniacz operacyjny jest elementem idealnym.
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